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【はじめに】通信サービスの高度化が進展し、大規模なデータセンタにおいて、通信機器の更な

る大容量化と省電力化が求められている(1)。光接続の更なる高密度実装のために、電子部品と光

部品を高度に集積するコパッケージ（CPO: Co-Packaged Optics）技術(2)が注目されている。コパ

ッケージ技術は、光源をパッケージの外部に置くか内部に置くかで大別できる。前者は成熟した

技術であるが、光ファイバとの結合損が大きく、光源の消費電力が大きくなる傾向がある。後者

の場合、発熱源である半導体レーザからの放熱を効果的に行うことが必要である。 

我々は、光源内蔵型 CPO技術の研究開発を行っているが、光源の半導体レーザは、熱伝導率が

0.68 (W/cmK) とシリコンの約半分の InP 基板上に作りこまれている。半導体レーザを薄膜化す

ることで熱容量が小さくなり、放熱領域への熱伝導も増進することから、放熱特性が大幅に向上

すると考えられる。今回、我々は CMP 研磨を用いた半導体レーザの薄膜化プロセスについて報

告する。 

【実験】実験に用いた半導体レーザを図１に示す。発振波長 1310 nm の 2.5 Gbps 光伝送用 DFB

レーザである。図２に、研磨後の半導体レーザの底面の写真を示す。厚さが 110μｍから、60μ

ｍ以下に研磨されていることが確認された。研磨プロセスとしては、機械式研磨で下部電極を落

とした後に、化学的機械研磨 (CMP: Chemical Mechanical Polishing) を行い、機械研磨に起因する

欠陥を含む遷移層を除去した。表面観察の結果を図３に示す。溶液を用いた化学エッチと同様な

平滑な表面が得られている。その後、AuGe 電極を蒸着して薄膜半導体光源とした。 

【まとめ】機械研磨と機械化学研磨を組み合わせることで、表面が鏡面かつ化学的エッチング後

と同等レベルの平滑な表面が得られた。化学研磨によりウェットエッチングと同等のクラックや

～のない表面が得られた。 
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